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INCORPORACAO DE HIDROGENIO EM ESTRUTURAS GeO,/Ge Samuel Hartmann,
Claudio Radtke (orient.)(UFRGS).

A tecnologia de transistores de efeito de campo do tipo metal-6xido-semicondutor
(MOSFET's) serve de base para a implementacdo de portas logicas em dispositivos
microeletrénicos. Atualmente, grande parte destes dispositivos utiliza o silicio como
semicondutor, devido a suas excelentes propriedades fisico-quimicas, abundancia na natureza
e estabilidade do seu Oxido. Entretanto, a miniaturizacdo destas estruturas em silicio esta
chegando no seu limite fisico, sendo necessaria a substituicdo por materiais alternativos. O
principal candidato é o germénio, que em relacdo ao silicio possui maior mobilidade de
portadores de cargas - 0 que pode resultar em dispositivos mais rapidos-, e tem menor energia
de gap - sendo necessario uma menor tensdo de alimentagdo. Entretanto, para viabilizar esta
tecnologia, é necessaria a passivacdo de defeitos eletricamente ativos na interface GeO,/Ge.
Uma possivel alternativa é a incorporacdao de H nessa regido. No caso de estruturas SiO,/Si,
tal processamento é responsavel pela passivacdo de ligacdes pendentes do Si formando
ligacBes Si-H, . Melhorias nas propriedades elétricas de estruturas GeO,/Ge também foram
observadas apds tratamentos em H,, mas de forma menos eficaz do que no caso do silicio.
Dessa forma, torna-se necessario compreender como 0 H, interage com estruturas GeO,/Ge.
Para tanto, estruturas GeO,/Ge e SiO,/Si foram submetidas a tratamentos térmicos em
atmosfera de ?H, sob diferentes condicdes. As quantidades de 2H incorporadas foram
determinadas pela técnica de anélise por reacdes nucleares, induzindo-se a reacdo D(*He,p)a.
Verificamos que a quantidade de deutério incorporada é proporcional a espessura do éxido,
indicando que ha incorporacdo de deutério em toda a extensdo do filme de GeO,. Outras
diferengas também foram observadas em relacdo a resultados obtidos para estruturas SiO,/Si e
GeO,/Si. Tais resultados permitiram evidenciar diferencas nos mecanismos de incorporacao
de H em &xidos crescidos termicamente sobre esses materiais semicondutores. (PIBIC)



